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BASIC- ABSTRACT: 

Hybrid circuits contg. bare semiconductor die are 

conformal Iv roa^pri y\<*\ n 

inu none 

w ires ot modified silicone grease,. 

jii free by a treatment 



with toluene or xylene and has a viscosity of 2-5x10 
power (3) mPa.sec. The 

hybrid is then degassed by heating to 125 deg.C for at 
least 5 mins . in air. 

The final coating is then applied by subsequent immersion 
of the circuit in 

solns . of adhesion promoter, polymerisation agent and cold 
setting high 

viscosity, i.e. 50,000-90,000 mPa.sec. at room temp., 

rubber. After each 

immersion the circuit is dried. 

USE/ADVANTAGE - The method allows the use of a conformal 
coating method which 

is suitable for surface mounted devices. This allows a 
redn. in the number of 

processes required and improved compatibility between 
hybrids. The coating 

gives the hybrid good ambient protection without inducing 
high stress. This 

improves the reliability both of storage and of operation. 
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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Umhullung von 
Hybridschaltkreisen und ist anwendbar bei der Herstellung 
von Hybridschaltkreisen, die mit Nacktchipbauelementen 
bestuckt sind und Bondkontaktierungen enthalten. Die 
Aufgabe, ein Verfahren zur Umhullung von 
Hybridschaltkreisen zu schaffen, welches die Bonddrahte 
vor klimatischen und mechanischen Einflussen schutzt, 
unabhangig von den zu umhiillenden Werkstoffen, also 
sowohl fur SMD bostuckte als auch gebondete Systeme, 
anwendbar ist und den Einsatz mikroelektronisch orprobter 
Materialien gestattet, wird dadurch gelost, daB die auf dem 
Schichttrager plazierten Nacktchipbauelemento mit 
modifiziertem, durch Toluol oder Xylol entoltem und eine 
Viskositat von 2 - 5 • 10 3 m Pa • s besitzendem Siliconfett 
im Bauelementekontakt umhullt werden. anschliefiend die 
ges^mte Hybrideinheit bei + 125 °C ^ 5 min lang bei 
Normalatmosphare entgast wird, danach dio so 
vorboreitete Hybrideinheit nacheinander in Haftvermittler, 
Vernetzer und kalthartenden, hochviskoson Kautschuk, der 
eine Viskositat t\ von 70 000 ± 20 000 mPa s bei 
Zimmertemperatur besitzt, getaucht *ird, woboi nach 
jedem Tauchvorgang immer ein Trockenvorgang in 
Normalatmosphare erfolgt. Figur 
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Patentanspruch: 

Verfahren zur UmhGllung von Hybrldschaltkreisen unter Anwendung von Einzelschritten bekannter 
Technologies dadurch gekennzelchnet, dafi die auf dem Schichttrfiger plazierten 
Nacktchipbauelemente mlt modifiziertem durch Toluol oder Xylol entdltem und eine Viskositat von 
2-5 • 10 3 m Pa ■ s besitzendem Siliconfett im Bauelementekontakt umhullt werden, anschlieRend die 
gesamte Hybrideinheit bei +125°C £ 5min lang bel Normalatmosphare entgast wird, danach die so 
vorbereitete Hybrideinheit nacheinander In Haftvermittler, Vernetzer und kalthSrtenden, hochviskosen 
Kautschuk, der eine Viskositat n von 70000 ± 20000m Pa • s bei Zimmertemperatur besitzt, getaucht 
wird, wobei nach jedem Tauchvorgang immer ein Trockenvorgang In Normalatmosphare erfolgt. 

Hierzu 1 SeiteZeichnung 
Anwendungsgeblet der Erllndung 

D!« Prfindung betrlfft e!n Verfahren zur UmhQHung von HybHdschcSikrclser, ;;r,d 1st anvvsndbar bei dor } !6rste!!uriy von 
Hybrldschaltkreisen, die mit Nacktchipbauelernenten bestOckt sind und Bondkontaktierungon enthalten. 

Charakterlsttk der bekannten technlschen Lfiiungen 

Zur Errelchung einer hohen Zuverlflssigkeit der Hybrldschaltkrelse 1st ein angepafiter und angemessener Schutz gegen 
klimatlsche und Umwelt-EInflUsse notwendig, wofur mannlgfaltige Lbsungen bekannt sind. 

Eine allgemein bekannte Art des Schutzes von Hybrldschaltkreisen 1st der Elnsatz von HermetikgehSusen. Diese Gehfluse sind 
sehr teuer und bkonomisch vertretbar nur dort anzuwonden, wo es sich um den Schutz von Hybrldschaltkreisen mil sehr hohen 
Parameteranforderungen und angepaBten geometrlschen Abmessungen handelt. 

Eine weitere allgemein bekannte Art 1st die TauchumhOllung von Hybrldschaltkreisen nach DDR-WP 138490, die dergestalt 
erfolgt, daft die Tauchmasse In ihre elnzelnen Bestandteile, wie Haftvermittler, Vernetzer und kalthartender, hochviskoser 
Silikonkautschuk zerlegt vorliegt, die Bestandteile In dieser Relhenfolge nacheinander in mehreren Tauchvorgangen mit sich 
jewoils anschlieftender Zwischentrocknung auf die elektronischen Bauelemente aufgebracht werden, wonach sich eine 
abschlieSende Temperaturbehandlung anschlieftt. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daft es sich fur ganz oder teilweise 
gebondete Systeme nlcht anwenden Ififtt, da die elastische Verformbarkeit des Silicons, seine Zdhigkeit und seine 
Oberflaxhenspannung die Bonddrahte belm TauchprozeB und/oder beim MontageprozeB auf Leiterkarte zerstbren wurde, 
Weiterhin 1st es bekannt, die aktiven Baueltmente und die Bonddrahte durch selektives Bedecken mit speziellen Epoxidharzen, 
deren Ausdehnungkoeffizient an den der zu umhullenden Materialien, z.B. Si, SiO? oder Glas, gut angepaBt sein muft, zu 
schutzen. Diese MaBnahme hat jedoch den Nachteil, daB fOr jede Hybridbasistechnologie ein speziell angepaBtes Epoxidharz 
sowie hochsensible Doslcreinrichtungen benbtigt werden. Diese Epoxidharze sind nur f u r kleine geomotrische Abmessungen 
anwendbar. 

In DDR-WP H01 1/24031 1-6 1st ein Verfahren zur Hermetisierung von Hybridschaltkreisen vorgeschlagen worden, bei dem die 
Nacktchipbauelemente und die Bonddrahte in ein modifiziertes Silicon eingebettet warden, das Substrat anschlieftend 
ganzflftchig auf der Bauelementeseite mit Fotolack bedeckt wird und schlieBlich das so vorbereitete System vol Istanriig mit 
SYS PUR umhullt wird. 

Diese Umhullungsart istnichtwirkungsfroi nach innen, fordert sehr hohetechnologisch/mechanische Stabilitatspa ram etervom 
aktiven Teil des Hybridschaltkreises, 1st nur mit sehr hohom Grundmittelaufwand rationalisierungsfreundlich und daher sehr 
teuer. 

Ziel der Erfindung 

Ziel ist es, die dem bekannten Stand der Technik anhaftenden Mangel zu beseitigen und ein geometrisch variables, rationelles, 
billiges und unkompliziertes Verfahren zur Umhullung von solchen Hybridschaltkreisen zu schaffen, die ganz oder teilweise mit 
gebondeten Nacktchipbauelementon bestuckt sind und deren Einsatzart keine spezielle E-nsatzklasse fordert. 

Darlogung dos Wosens der Erfindung 

Der Crfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Umhullung von Hybridschaltkreisen zu schaffen, welches dio 
Bonddrahte vor klimatischon und mechanischcn Einflussen schiitzt unnbhhngig von don zu umhuPendnn Wp'V^fW, — .-. 1 1 

■ . *>* r *> . 
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■nzeischrittnn uekannter i echnologien (iadurch geiost, oatf iiie aul riem bchichttrager plazierten NacxtcnipDaueitMrentf! m i 
rnodihzicrtcm durch Toluol ader Xylol untbltem und eine Viskositat von 2-5 ■ 10'm Pa • s besitzendem Siliconfott im 
Bauelementekontakt umhullt werden, anschlieBend dio gesamte Hybrideinheit bei + 125°C ^5min lang bei Normalatmosphare 
entgast wird, danBch die so vorboreitete Hybrideinheit nacheinander in Haftvermittler, Vornetzer und kalth^rtenden, 
hochviskosen Kautschuk, der cine Vis'<ositat n, von 70000 ± 20000m Pa ■ s bei Zimmertemperatur besitzt, getaucht wird, wobei 
nnch jndcm Tauchvorgang immer ein Trockenvorgang in Normalatmosphare rrfolij! 
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Dor Qborraschende Effekt der Erfindung liegt darln, daB die boldon Hauptumhilllungswer katoffo - modlfizlertes Slliconfelt und 
SHIconkautschuk - Jeder fur slch nlcht geelgnet aind, gebondete Hybrldsysteme mechanlsch ausreichend zu schutzen, doch im 
Verbund so stabil aind, daB elna normala Handhabung, Montage, Kennzelchnung, Lagorung und WelterverBrbeltung elnes 
gabondaten Hybrldschaltkrelstyatems gegeban 1st. 

Die durch Kllmawachsel bedingte StreBwIrkung auf die gebondeten Bauelemente 1st goring und das hat zur Folge, daB dio 

Legerstabllitflt und die BotrlebszuvorlBssigkelt der Hybrldschaltkrelse entscheidend verbessert wird. 

Der Vortoil der Erfindung liegt darin, daB die bekannte SlllconumhUllung, die blsher nur fur SMD angepaBte Systemo und 

Widerstendsnetzwerke anwendbar war, In dieser spoziellen Art und in Zusammenwirken mlt modifiziertem Silicon nunmohr auf 

solcho Systeme erweitert werden, die ganz oder tellwelso mil Nacktchipbauolomenten bestOckt sind. 

Hleraus erwachst eine waitgehende UmhOHungstochnologie - Kompatlbllitat zwischen den BasUtochnologlon Hybrid I und 

Hybrid.ll und damlt eine erhebliche Reduzierung der Vielfalt und ein bodeutand erhohter Auslastungsgrad der Arboitsmittel. 



AusfGhrungsbelsplel 

Die Erfindung soil an der nachfolgenden Prlnzipdarstellung gem. Fig. ntiher erlautert werden. 

In ein DQnnfilmsystem NICr/FeNI/Cu/AI auf Glassubstrattrflger 1 sind Nacktchlptransistoren 2 mlt Ag-Leltkteber plazlert und 
kollektorseltlg kontaktiert. Die Emitter- und Basls-Kontaktlerung erfolgt Gber Bondung 3 durch 25pm 0 AISI 1-Draht. Auf die 

NacMehlotcflnslstnrpn nnri mif d|ft Rnnridrtf hlo wlrri nunmohr Hhftr fljn Dnsiflrnnriit durch Tnlun! ndor Xylol nntftltfls Sllirnnfntt 4 
aufgetragen und die Hybrldeinhait anschlieBend elnem TemperaturprozeB von 30mln bel +1 25 tf C untorzogon. Danach werden 
die Hybrideinheiten an einem Tauchwerkzeug befestlgt und 3s In Haftvermittler NVB 6019 ohne die AuBenanschliisse getaucht. 
Nach elner Trockenzelt in Normalatmosphfire von 2 Stunden erfolgt ein Tauchen In mit Siodegronzenbenzln verdOnntem 
Vernotzer. HierschlioBt slch erneut eine Trockenzeit In Normalatmosphare von 15mln an. 

Die so vorbereiteten Hybrideinheiten werden nun mlt dem gesamten Glassubstrat, aber ohne die AuBenanschlusse, In +50*C 
vorgewa^mton SHIconkautschuk 5 vomTypNG 313a unvorsetzt getaucht und nacheinerununterbrochenenTauchzoit von 3min 
horousgezogen. Das Abtropfen des uberflussigen Silicons ist nach 45min beendet und das Bearbeiten der Abtropfkanten durch 
Abtupfen schlieBt den UmhullungsprozaB ab. 

Mechanische Belastungsversuche habon gozeigt, daB der Hybrldschallkreis normal handhabbar ist unter Beibehaltung stabiler 
tuchnischer Parameter. 
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FIG. 



